
課題番号 ：F-21-KT-0160   

利用形態 ：技術代行 

利用課題名（日本語） ：シリコン基板を用いた表面プラズモンの制御とその応用に関する研究 

Program Title (English) ：Research on applications and management of surface plasmon on Si wafers 

利用者名（日本語） ：藤田雅之 

Username (English) ：M. Fujita 

所属名（日本語） ：公益財団法人レーザー技術総合研究所 

Affiliation (English) ：Institute for Laser Technology 

キーワード／Keyword    ：リソグラフィ・露光・描画装置、フォトニクス、超短パルスレーザ、表面プラズモン 

    

１．概要（Summary） 

超短パルスレーザを加工しきい値近傍のフルーエンス

で物質表面に照射すると、レーザ誘起表面微細周期構

造が自己形成される[1]。今回、微細構造の高精度化およ

び制御性の向上を目指し、東北大学ナノテク融合技術支

援センターと京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の設備を

利用してレーザ誘起構造形成の起点となる微細パターン

を作製した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 深堀りドライエッチング装置 2、レー

ザダイシング装置、段差計（CR） 

【実験方法】 

 京大ナノハブのアドバイスを受け、所望のデバイス設計

およびプロセス、更には装置選定を行った。実際のプロセ

スは、東北大学ナノテク融合技術支援センターにおいて、

i 線ステッパでレジストパターニングを行い、引き続き京大

ナノハブで、深掘りエッチング、ウェハ切断を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 設計例を Fig. 1に示す。 

 

Fig. 1  An example of designed pattern. 

 

Si 基板上に幅 800 nm の直線、ジグザグおよび 2次

元凹凸形状（○、△、□）物をアレイ状に形成する。  

 レーザ誘起構造は照射レーザ波長（800 nm）に依存

するため、ユニット形状のスケールを 0.8〜8 mの範囲内

で 800 nmの整数倍となるように設計した。 

Fig. 2に i線ステッパおよび深掘りドライエッチング装置

を用い作製したパターンの一例を示す。設計通りの形状

が得られた。Fig. 3にレーザダイシング後の Siウェハの写

真を示す。 

今後、作製したチップを用いレーザ誘起構造形成に関

する研究を進める。 

      

Fig. 2 SEM image of Si chip after dry etching. 

Scale bar : 10 m 

      

Fig. 3 Photo of 4-inch Si wafer after laser dicing.  
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